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Непрерывные квантово-каскадные лазеры 
терагерцового диапазона, выращенные методами МПЭ и МОСГЭ 
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В работе представлены результаты по созданию непрерывных квантово-каскадных лазеров терагерцового 
диапазона (ТГц ККЛ) на основе GaAs/AlGaAs-гетероструктур, выращенных двумя эпитаксиальными метода-
ми – молекулярно-пучковая эпитаксия (МПЭ) и МОС-гидридная эпитаксия (МОСГЭ).  

Для МПЭ ТГц ККЛ был разработан двухфотонный зонный дизайн на основе четырех квантовых ям 
GaAs/AlGaAs в активном модуле с рекордной толщиной инжекционного барьерного слоя tinj = 7,34 нм для 
уменьшения туннельного тока в структуре [1]. Изготовлены МПЭ ТГц ККЛ с двойным металлическим волно-
водом с шириной лазерных полосков 100 мкм и рабочим током/напряжением – 0,5А/15В. Благодаря двухфо-
тонному зонному дизайну продемонстрирована широкополосная генерация 3,1–3,9 ТГц (рис. 1). Уменьшение 
ширины лазерного полоска до 20 и 30 мкм позволило уменьшить токи инжекции МПЭ ТГц ККЛ до 100–200 мА 
и впервые продемонстрировать непрерывную генерацию у отечественных МПЭ ТГц ККЛ. Максимальная рабо-
чая температура непрерывных МПЭ ТГц ККЛ составила около 90 К, что лишь на 39 К уступает мировому ре-
корду [2].  

Для МОСГЭ ТГц ККЛ был разработан однофотонный зонный дизайн для высокочастотной генерации в 
диапазоне 4,3–4,7 ТГц. Изготовлены МОСГЭ ТГц ККЛ с двойным металлическим волноводом с набором ши-
рин лазерных полосков от 20 мкм до 150 мкм. Образцы лазеров с узкими полосками продемонстрировали рабо-
чие токи/напряжения около 0,1–0,2 А/10 В, что позволило продемонстрировать непрерывный режим генерации 
в диапазоне 4,3–4,6 ТГц (см. рис. 1). Максимальная рабочая температура непрерывных МОСГЭ ТГц ККЛ со-
ставила около 20 К. В научной литературе не сообщалось о непрерывных МОСГЭ ТГц ККЛ, что позволяет го-
ворить о создании первого в мире непрерывного ТГц ККЛ, выращенного методом МОСГЭ.  

 

  
Рис. 1. Спектры генерации непрерывных МПЭ ТГц ККЛ (слева) и МОСГЭ ТГц ККЛ (справа) 
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